
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁フィルム表面に所望の配線パターンが形成され、該配線パターンのリード部を除く
部分に、ウレタン樹脂 ウレタン樹脂のエラストマー変性物を含む脱泡処理ソルダー
レジスト塗布液の１２０～１６５メッシュ範囲のスクリーンマスク塗布を用いた塗布によ
り形成されたソルダーレジスト塗布層を常圧で４０～１７０℃の範囲内で段階的に昇温し
て形成された硬化体からなる厚さ２５～４０μ mのソルダーレジスト層が形成されてなり
、該ソルダーレジスト層には、ピンホールあるいはボイドが形成されておらず、かつフィ
ルムキャリアテープには を有し、そし
て、該 には、一部に銅が拡散した０．
１～０．６μ mの厚さのスズメッキ層が形成されていることを特徴とする電子部品実装用
フィルムキャリアテープ。
【請求項２】
　上記絶縁フィルムが、ポリイミドフィルムであることを特徴とする請求項第１項記載の
電子部品実装用フィルムキャリアテープ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の技術分野】
本発明は、ピンホール等の欠陥の少ない電子部品実装用フィルムキャリアテープ（ＴＡＢ
(Tape Automated Bonding)テープ）に関する。更に詳しくは本発明は、ピンホール等の欠
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陥の少ない電子部品実装用フィルムキャリアテープおよび絶縁フィルム上に所望の形状に
形成された配線パターンをデバイスのパンプなどと接合するリード部を残してソルダーレ
ジストを塗布する工程を含む電子部品実装用フィルムキャリアテープ（ＴＡＢテープ）を
製造する際に、塗布されたソルダーレジストにピンホールが生じにくい電子部品実装用フ
ィルムキャリアテープ（ＴＡＢテープ）に関する。
【０００２】
【発明の技術的背景】
電子部品実装用フィルムキャリアテープ（ＴＡＢテープ）は、ポリイミドフィルムのよう
な絶縁フィルムに銅箔を貼着し、この銅箔の上にフォトレジストを塗布してこのフォトレ
ジストを所望の形状に露光し不要部分を除去してマスキングした後、酸でエッチングして
銅箔を所望のパターンにエッチングし、マスキング剤を除去し、さらに、形成されたリー
ド部を除いてソルダーレジストを塗布した後、リード部にスズ等のようなデバイスのバン
プと例えば共晶物を形成してデバイスをボンディング可能な金属メッキをすることにより
製造されている。
【０００３】
このようなＴＡＢテープの製造においてソルダーレジストは、絶縁性の樹脂を塗工可能な
ように有機溶媒に溶解若しくは分散させた塗工液として用いられており、配線パターンが
形成された表面にスクリーン印刷技術を利用して塗布されている。
【０００４】
このようにソルダーレジストを塗布することにより、形成された配線パターンを保護する
と共に隣接する配線パターン同士を確実に絶縁し、さらに、次の工程であるメッキ工程に
おけるマスキング剤ともなる。
【０００５】
このソルダーレジスト層は、エポキシ系樹脂あるいはポリイミド系樹脂などが溶媒に溶解
若しくは分散した液を、通常は１０μｍ程度の厚さに塗布し、１２０～１６０℃程度の温
度に加熱することにより、これらの樹脂を硬化させることにより形成されている。
【０００６】
しかしながら、このようなソルダーレジスト塗布液中には、微細な気泡が含有されており
、ソルダーレジスト塗布液を塗布後に加熱硬化させる際に、この微細な気泡がソルダーレ
ジスト層にボイドあるいはピンホールを形成する。リードピッチが広い従来のＴＡＢテー
プでは、こうした多少のボイドあるいはピンホールは問題になることが少なかったが、近
時注目されているピッチ幅が１００μｍに満たないようなファインピッチのＴＡＢテープ
では、こうした僅かなボイドあるいはピンホールの発生によっても、例えば配線パターン
間に生ずることもあるマイグレーションなどによって電子機器の信頼性が低下するという
問題がある。
【０００７】
こうしたボイドあるいはピンホールの発生を防止するために、例えば特開平８－１２４９
６８号公報には、「配線間の保護並びに絶縁のための被覆層を有するＴＣＰ用ＴＡＢテー
プの製造方法において、真空中のベーク処理で乾燥並びに反応凝固させて前記被覆層を形
成することを特徴とするＴＣＰ用ＴＡＢテープの製造方法。」が開示されている。
【０００８】
しかしながら、この公報に開示されている方法では、ベーク処理を真空で行うことにより
、ソルダーレジスト層に含有される気泡をソルダーレジストが硬化する前に除去しようと
するものであり、従ってソルダーレジスト塗布液中には、従来と同様に微細な気泡が含有
されている。減圧条件でソルダーレジストを硬化させることにより、ソルダーレジスト層
中に含有される気泡は除去し易くなるが、ソルダーレジスト塗布液自体が気泡を含有して
いる以上、含有される気泡を完全に除去することは不可能に近く、従って、この方法にお
いてもボイドあるいはピンホールの生成を完全に防止することはできない。
【０００９】
ところで、ソルダーレジスト塗布液を調製する際には、ソルダーレジスト塗布液に巻き込
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まれた空気によって微細な泡（気泡）が含有されないように、ソルダーレジスト塗布液中
に少量のシリコーン系消泡剤を配合するのが一般的である。こうしたシリコーン系消泡剤
は、優れた消泡作用を有しており、このようなシリコーン系消泡剤を配合することにより
、ソルダーレジスト塗布液中に含まれる気泡量を非常に少なくすることができ、ボイドあ
るいはピンホールの生成を防止する手段としてシリコーン系消泡剤の使用は極めて有効性
が高い。
【００１０】
ところで、ＴＡＢテープにデバイスを実装後、このＴＡＢテープはデバイスを含めた領域
を樹脂で封止して使用される。ところが、シリコーン系消泡剤は、他の樹脂との相溶性が
低く、しかも耐熱性が高いことから、ソルダーレジストを加熱硬化する際にソルダーレジ
スト表面に滲み出し、この滲み出したシリコーン系消泡剤によって封止樹脂がはじかれる
ことがあり、ボンディングされたデバイスを完全に封止できないことがある。
【００１１】
また、ソルダーレジストを硬化させる際に滲み出したシリコーン系消泡剤はインナーリー
ド表面などに付着することがあり、このように付着したシリコーン系消泡剤を除去するこ
とは極めて困難である。そして、このようにしてインナーリードにシリコーン系消泡剤が
付着すると、インナーリードとデバイスのバンプとの間で接続不良が生じやすいという問
題もある。
【００１２】
【発明の目的】
本発明は、ピンホール等の欠陥の極めて少ないソルダーレジスト層が形成されたＴＡＢテ
ープを提供することを目的としている。また、本発明は、インナーリードにデバイスが実
装された後、この実装されたデバイスを含む領域を樹脂で封止する際にこの封止樹脂がは
じかれることがないＴＡＢテープを提供することを目的としている。
【００１３】
さらに本発明は、インナーリードとデバイスのバンプとの接続性が良好なＴＡＢテープを
提供することを目的としている。
【００１４】
【発明の概要】
　本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープは、絶縁フィルム表面に所望の配線パ
ターンが形成され、該配線パターンのリード部を除く部分に、ウレタン樹脂 ウレタ
ン樹脂のエラストマー変性物を含む脱泡処理ソルダーレジスト塗布液の１２０～１６５メ
ッシュ範囲のスクリーンマスク塗布を用いた塗布により形成されたソルダーレジスト塗布
層を常圧で４０～１７０℃の範囲内で段階的に昇温して形成された硬化体からなる厚さ２
５～４０μ mのソルダーレジスト層が形成されてなり、該ソルダーレジスト層には、ピン
ホールあるいはボイドが形成されておらず、かつフィルムキャリアテープには

を有し、そして、該
には、一部に銅が拡散した０．１～０．６μ mの厚さのスズメッキ

層が形成されていることを特徴としている。
【００１５】
　本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープは、絶縁フィルム表面に銅箔を接着し
、該銅箔をエッチングして所望の配線パターンを形成した後、該エッチングにより形成さ
れたリード部を除く配線パターンを覆うようにソルダーレジストを塗布する工程を有する
電子部品実装用フィルムキャリアテープの製造方法において、該ソルダーレジスト塗布液
を、平均塗布厚さ μｍの範囲内であって、かつ塗布されたソルダーレジスト層
が実質的にピンホールを有しないように塗布するにより製造することができる。
【００１６】
本発明で使用されるソルダーレジスト塗布液は、有機溶媒中に溶解若しくは分散された硬
化性樹脂を含有し、かつ該ソルダーレジスト塗布液がシロキサン骨格を有する成分を含有
していない。即ち、本発明で使用されるソルダーレジスト塗布液には、シリコーン系消泡
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剤を実質的に含有していない。
【００１７】
ソルダーレジスト塗布液の調製中等に塗布液が発泡すると、発生した泡が塗布液中に内包
され、この内包される気泡によってソルダーレジスト層にボイドあるいはピンホール等が
形成されることから、一般にはこうした発泡を防止するために、ソルダーレジスト塗布液
には、消泡剤が含有されている。そして、この消泡剤として最も効果が高いのは、シリコ
ーン系消泡剤である。ところが、ソルダーレジスト塗布液にシリコーン系消泡剤を配合す
ると、ソルダーレジストが加熱硬化する際にシリコーン系消泡剤が表面ににじみ出しやす
く、デバイスをボンディングした後、このデバイス付近を樹脂で封止しようとしてもにじ
み出たシリコーン系消泡剤によって樹脂がはじかれてしまうという問題を生ずる。この樹
脂のはじきは、特にベースフィルム上で顕著に表される。また、滲み出した（ブリードし
た）シリコーン系消泡剤がインナーリードの表面などに付着すると、デバイスのボンディ
ング不良が発生することが判った。
【００１８】
シリコーン系消泡剤を配合しなければ上記のような問題は生じないが、ソルダーレジスト
塗布液を調製する際に塗布液に微細な気泡が含有されやすく、形成されたソルダーレジス
ト層に微細な気泡が除かれることによりボイドあるいはピンホールが形成される。
【００１９】
本発明者は、上記のような種々の問題を有するが、その消泡効果が高いことから依然とし
て使用され続けているシリコーン系消泡剤を用いることなく、ボイドあるいはピンホール
等が発生しにくいＴＡＢテープ法について検討した結果、第１にソルダーレジスト層の厚
さを一定の範囲内にすることによりボイドあるいはピンホールの発生を防止できるとの知
見を得た。さらに、こうしたソルダーレジスト層の厚さの他に、ソルダーレジスト塗布液
の攪拌方法、ソルダーレジストの塗布方法および塗布装置等を改善することにより、従来
必ず使用しなければならないと考えられていたシリコーン系消泡剤を使用せずにボイドあ
るいはピンホールの発生を防止することができるのである。
【００２０】
【発明の具体的説明】
次に、本発明のＴＡＢテープ、および、このＴＡＢテープを製造する方法について具体的
に説明する。
【００２１】
図１、  図２に示すように、本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープ１には、絶
縁フィルム１０と、この表面に、例えば接着剤層１２により貼着された電解銅箔からなる
配線パターン３０がこの順序で積層されている。この電解銅箔は、上面にフォトレジスト
を塗布し所望のパターンを露光し、現像した後、酸等を用いることによりエッチングして
所望の配線パターン３０が形成される。そして、この配線パターン３０のインナーリード
或いはアウターリードの部分を除いて、その表面を保護するようにソルダーレジスト２０
が塗布されている。
【００２２】
本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープを構成する絶縁フィルム１０は、可撓性
樹脂フィルムからなる。また、この絶縁フィルム１０は、エッチングする際に酸などと接
触することからこうした薬品に侵されない耐薬品性、および、ボンディングする際の加熱
によっても変質しないような耐熱性を有している。このような可撓性樹脂フィルムを素材
の例としては、ガラスエポキシ、ＢＴレジン、ポリエステル、ポリアミドおよびポリイミ
ドなどを挙げることができる。特に本発明ではポリイミドからなるフィルムを用いること
が好ましい。
【００２３】
絶縁フィルム１０を構成するポリイミドフィルムの例としては、ピロメリット酸２無水物
と芳香族ジアミンとから合成される全芳香族ポリイミド、ビフェニルテトラカルボン酸２
無水物と芳香族ジアミンとから合成されるビフェニル骨格を有する全芳香族ポリイミドを
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挙げることができる。特に本発明ではビフェニル骨格を有する全芳香族ポリイミド（例；
商品名：ユーピレックス、宇部興産（株）製）が好ましく使用される。このような絶縁フ
ィルム１０の厚さは、通常は２５～１２５μ m、好ましくは５０～７５μ mの範囲内にある
。
【００２４】
このような絶縁フィルム１０には、デバイスホール４１、スプロケットホール４２、アウ
ターリードの切断穴、さらに屈曲部を有する場合には、屈曲位置にフレックススリット等
がパンチングにより形成されている。
【００２５】
配線パターン３０は、上記のような所定の穴４１、４２・・・が形成された絶縁フィルム
１０の少なくとも一方の面に、絶縁性の接着剤を塗布して接着剤層１２を形成し、この接
着剤層１２のより銅箔を接着し、この銅箔をエッチングすることにより形成される。ここ
で銅箔としては、電解銅箔および圧延銅箔のいずれをも使用することができるが、本発明
では、昨今のファインピッチ化に対応可能な電解銅箔を使用することが好ましい。
【００２６】
ここで使用される接着剤には、耐熱性、耐薬品性、接着力、可撓性等の特性が必要になる
。このような特性を有する接着剤の例としては、エポキシ系接着剤およびフェノール系接
着剤を挙げることができる。このような接着剤は、ウレタン樹脂、メラミン樹脂、ポリビ
ニルアセタール樹脂などで変性されていてもよく、またエポキシ樹脂自体がゴム変性され
ていてもよい。このような接着剤は通常は加熱硬化性である。このような接着剤層の厚さ
は、通常は８～２３μ m、好ましくは１０～２１μ mの範囲内にある。なお、上記のような
絶縁フィルム１０に銅箔を貼着する際には、接着剤を用いることなく貼着することもでき
る。
【００２７】
このような接着剤からなる接着剤層１２は、絶縁フィルム１０の表面に塗布して設けても
良いし、また電解銅箔の表面に塗布して設けても良い。ここで使用される電解銅箔として
はＴＡＢテープの製造に通常使用されている厚さの銅箔を使用することができるが、ファ
インピッチのＴＡＢテープを製造するためには、銅箔として通常は６～７５μ mの範囲内
、好ましくは９～７５μｍ、さらに好ましくは９～５０μｍの範囲内にある銅箔を使用す
る。このような薄い電解銅箔を使用することにより、狭ピッチ幅のインナーリードを容易
に形成することが可能になる。
【００２８】
このように絶縁フィルムの表面に銅箔を貼着した後、この銅箔の表面にフォトレジストを
塗布し、このフォトレジストに所望の配線パターンを焼き付けてフォトレジストを硬化さ
せ、硬化していない部分のフォトレジストを除去する。また逆に、露光することにより、
特定媒体に溶解可能となるフォトレジストを使用することもできる。
【００２９】
こうして硬化したフォトレジストによって所望の配線パターンが形成された銅箔をエッチ
ングして、フォトレジストの存在しない部分の銅箔を溶解除去して絶縁フィルムの表面に
銅箔からなる配線パターン３０を形成する。
【００３０】
こうしてエッチングにより配線パターン３０を形成した後、硬化したフォトレジストを、
例えばアルカリ溶液などで除去する。
【００３１】
本発明では、このように所定の配線パターンを形成した後、次の工程でメッキするインナ
ーリード５１及びアウターリード５２の先端部を除いてソルダーレジスト塗布液を塗布す
る。
【００３２】
本発明で使用されるソルダーレジスト塗布液には、硬化性樹脂が有機溶媒に溶解若しくは
分散しており、このソルダーレジスト塗布液には、シリコーン系消泡剤は含有されていな
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いことが好ましい。
【００３３】
　本発明で使用されるソルダーレジスト塗布液中に含有される硬化性樹脂は

含有するものであることが好ましい。特にエラ
ストマー変性物を使用することが好ましい。このエラストマー変性に
エラストマー成分を混合して変性する方法と を形成するモノマーと、エラ
ストマーを形成するモノマーとを共重合させる方法があるが、本発明ではいずれのエラス
トマー変性物を使用することができるが、特にエラストマーを形成するモノマーを共重合
させて、主成分である樹脂に弾性を付与する方法によって形成されたエラストマー変性物
を使用することが特に好ましい。
【００３４】
例えば、本発明においてソルダーレジスト塗布液を形成するための樹脂としてウレタン樹
脂を例にして説明すると、本発明では、ソルダーレジストを形成するウレタン樹脂として
は、 (a)数平均分子量が１０００～８０００の範囲内にあり、かつ１分子当たり２～１０
個の水酸基を有するポリブタジエンポリオール、 (b)数平均分子量が１３０００～３００
００であって、かつ１分子当たり２～１０個の水酸基を有するポリエステルポリオール、
(c)数平均分子量が１０００～８０００であって、かつ１分子当たり２～１０個の水酸基
を有するポリブタジエンポリブロックイソシアネートを必須成分として、ポリオールの重
量比が固形分において (a)： (b)=４０：６０～９０：１０であり、ポリブロックイソシア
ネート (c)の量がポリオールの総水酸基当量に対し、０ .８～３ .５当量の量で含有される
ウレタン樹脂が好ましく使用される。
【００３５】
上記 (a)成分により、耐熱性、耐薬品性等、剛直性樹脂に見られる特性と、可撓性、低収
縮性等、軟質性樹脂に見られる特性の両者を樹脂に付与することができる。
【００３６】
分子量が上記規定する範囲より小さい場合、あるいは、１分子当たりの水酸基の数が上記
範囲よりも大きくなる場合は、硬化時の架橋密度が高くなるために、より固い硬化物とな
り、ソルダーレジストに柔軟性及び硬化後の低収縮性などの特性を充分には付与できない
ことがある。また、分子量が上記規定する範囲よりも大きい場合、１分子当たりの水酸基
の数が上記の範囲よりも小さい場合は、硬化時の架橋密度が低くなり、硬化物は柔軟性を
有するものの、硬化体の耐熱性、耐薬品性が低下しやすい。
【００３７】
上記 (b)成分は、柔軟性向上、硬化後の低収縮性等、柔軟性硬化物に見られる特性を付与
させると共に、樹脂骨格に含まれる極性の高いエステル結合によって下地との密着性を向
上させるものである。
【００３８】
上記 (c)成分は、耐熱性、耐薬品性等剛直性樹脂に見られる特性と、可撓性、低収縮性等
、柔軟性樹脂に見られる特性の両者を樹脂に付与するものである。分子量が上記規定する
範囲よりも小さい場合、１分子当たりの水酸基の数が上記規定する範囲よりも大きい場合
は、硬化後の架橋密度が高くなり、より固い硬化物となり、硬化塗膜柔軟性および硬化時
の低収縮性が充分に確保されないことがある。また、分子量がこの範囲よりも小さい場合
は、硬化時の架橋密度が低くなるため、より柔軟な硬化物となる反面、硬化塗膜の耐熱性
及び薬品性が低下することがある。また、この成分 (a)がポリブタジエン骨格であること
により、ソルダーレジストの柔軟性及び硬化時の低収縮性をより向上させることができる
。
【００３９】
ポリブタジエンポリオール (a)を単独で用いて、これをポリブタジエンポリイソシアネー
ト (b)で硬化させると、耐熱性、耐薬品性、柔軟性、硬化時の低収縮性等の特性について
は比較的バランスがとりやすいが、これらの特性の中で、柔軟性、硬化時の低収縮性、下
地との密着性に関してはさらに改善の余地がある。こうした特性を改善するために、ポリ
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エステルポリオールを組み合わせて使用することが必要になる。すなわち（ａ）：（ｂ）
＝４０：６０～９０：１０の範囲内で混合して用いることが好ましく、ポリオール（ａ）
がこの範囲よりも少ないと、架橋密度が下がりすぎるため、塗膜の耐熱性、耐薬品性等の
特性が低下しやすい。また、ポリブタジエンポリブロックイソシアネート（ｃ）の量は、
ポリオールの総水酸基当量に対し、０ .８～３ .５当量となることが好ましく、これよりも
多い場合も少ない場合も共に架橋密度が低くなるため、塗膜の耐熱性、耐薬品性が充分に
改善されないことがある。
【００４１】
また、本発明において、ソルダーレジスト塗布液中には、上記のような樹脂成分の他に、
硬化促進剤、充填剤、添加剤、チキソ剤、溶剤等、通常ソルダーレジスト塗布液に添加さ
れる物質を添加することができる。さらに、ソルダーレジスト層の可撓性等の特性を向上
させるために、ゴム微粒子のような弾性を有する微粒子などを配合することも可能である
。
【００４２】
このようなソルダーレジスト塗布液を塗工可能なように通常の攪拌装置を用いて攪拌する
と、微細な気泡が塗布液中に混入し、このように一旦混入した微細な気泡は通常の方法で
除去することは非常に難しい。従って、従来から樹脂成分に対して１～３重量％程度のシ
リコーン系消泡剤を配合して、微細な気泡が発生するのを防止してボイドあるいはピンホ
ールの発生を防止していた。しかしながら、このようにシリコーン系消泡剤を用いたとし
ても、例えば一般的な攪拌装置であるプロペラ型の攪拌装置を使用した場合には、微細な
気泡の混入を完全に防止することはできない。
【００４３】
本発明において、ソルダーレジスト塗布液を混合する際には、図３に示すような、容器６
１が自転し、この容器６１が公転する攪拌装置を使用することが好ましい。このような攪
拌装置を用いることにより、ソルダーレジスト塗布液を良好に混合することができると共
に、ソルダーレジスト塗布液に混入している微細な気泡を除去することができる。このと
きの公転速度は１０００～４０００ rpm、自転速度は３００～１２００ rpmの範囲内にある
ことが好ましい。このような装置を用いた脱気泡処理に要する時間は、通常は５秒～１５
分、好ましくは１～１０分である。このような条件で処理することにより、ソルダーレジ
スト塗布液に大きな遠心力が連続的にかかり、ソルダーレジスト塗布液中に含有される微
細な気泡の殆どが除去される。
【００４４】
さらに、本発明では、上記のような脱気泡処理を施した塗布液をスクリーン印刷技術を利
用して塗布する。従来、このスクリーン印刷技術を利用したソルダーレジスト塗布液の塗
布には、１８０メッシュ程度の比較的目開きの小さいスクリーンマスクが使用されている
が、本発明では、こうした従来から一般に使用されているスクリーンマスクよりも目開き
の大きいスクリーンマスクを使用する。
【００４５】
　特に本発明では こ
のようなスクリーンマスクを用いることにより、ソルダーレジストの塗布厚さ

範囲内とすることができ、このようにソルダーレジストの厚さを上記のように厚
くすることにより、ピンホールの形成を防止することができる。殊にこのようにソルダー
レジストを厚くする本発明のＴＡＢテープにおいては、ソルダーレジストが弾性を有して
いることが好ましい。そして、本発明ではソルダーレジストの樹脂成分としてエラストマ
ー変性物を使用すればソルダーレジストを厚く塗工してもソルダーレジストにクラック等
が発生することを有効に防止することができる。
【００４６】
こうしたソルダーレジスト塗布液は、スキージエッジを用いて塗布する。通常このスキー
ジエッジとしては、底部が平坦な板状のスキージエッジが使用される。従って、このスキ
ージエッジは、スクリーンマスクに対してほぼ直角に接触しながらソルダーレジストを塗

10

20

30

40

50

(7) JP 4032006 B2 2008.1.16

、１２０～１６５メッシュの範囲内のスクリーンマスクを使用する。
を２５～４

０μｍの



布する。しかしながら、このように底部が平坦な板状のスキージエッジでは、スクリーン
マスク上のソルダーレジストのためが少なくなりやすく、ソルダーレジストの塗布厚さを
充分に確保することが困難になる。
【００４７】
本発明では、図４に示すように、このスキージエッジ７０をスキージエッジ厚さの少なく
とも１／１０、好ましくは１／９～１／２に亘って、スクリーンマスク７２に対して通常
は４５度以下の角度、好ましくは３０～４５度の角度で接触するように幅方向に切欠７１
を形成して使用する。このように切欠７１を形成することにより、この切欠７１部分にソ
ルダーレジスト塗布液がより多く保持され、ソルダーレジストの厚塗りが可能になる。
【００４８】
さらに、本発明では、このような切欠７１を有するスキージエッジ７０を用いて、ソルダ
ーレジスト塗布液を塗布するに際して、スクリーンマスク７２上を通常は５０～２００ mm
/秒の範囲内の速度、好ましくは８０～１５０ mm/秒の範囲内の速度で移動させてソルダー
レジスト塗布液を塗布する。このように従来よりもゆっくりスキージエッジ７０を移動さ
せてソルダーレジスト塗布液を塗布することにより、気泡が巻き込まれにくくなり、また
、スキージエッジ７０に切欠７１を形成することにより、気泡含有量の少ないソルダーレ
ジスト塗布液を多量にスクリーンマスクのソルダーレジスト塗布部分に供給することがで
きるので、シリコーン系消泡剤を用いなくとも、絶縁フィルム上に形成された配線パター
ンを覆うように気泡含有量の少ないソルダーレジスト層を所定の厚さで形成することがで
きる。そして、このようにして形成されたソルダーレジスト層には、気泡が実質的に含有
されていないので、ピンホールあるいはボイド等が形成されることはない。
【００４９】
　さらに、本発明では、上記のようにしてソルダーレジスト塗布液を塗布した後、より穏
和な条件でこのソルダーレジスト層中に含有される樹脂を硬化させることにより、仮に少
量の気泡が含有される場合であっても、これらの気泡が消失した後、ソルダーレジストの
有するセルフレベリング性によって消泡した部分に樹脂が流れ込み、ボイドあるいはピン
ホールの発生を防止できる。すなわち、本発明では、ソルダーレジスト塗布液を塗布した
後、 の範囲内で段階的に昇温してソルダーレジスト層中に含有される溶
剤を除去すると共に、樹脂を硬化させる。このときの段階的昇温の例としては、第１硬化
段階における硬化温度を９０℃以下に設定して硬化対象物をこの第１硬化段階で５～１２
０分間保持した後、徐々に温度を挙げて９０℃よりも高い第２硬化段階に移行させる。こ
の第２硬化段階では９０℃よりも高い温度、好ましくは９５～１８０℃程度の温度で１０
～３００分間硬化対象物を保持する。上記例は、２段階で硬化させる例であるが、同様に
して３段階以上の多段階であってもよい。なお、このように多段階に温度設定をして硬化
させる場合、ある硬化段階から次の硬化段階に加熱する際には、できるだけ穏和な条件で
昇温することが好ましく、たとえば、上記の例で示したように、第１硬化段階から第２硬
化段階への昇温速度は、通常は、０ .０１℃ /１分間～１０℃ /１分間、好ましくは０ .１℃
/１分間～５℃ /１分間の範囲内にするとよい。
【００５０】
　なお、この加熱には、通常のヒーターの他、熱風、（遠）赤外線ヒーター等を使用する
ことができる
【００５１】
　　こうしてソルダーレジスト層を形成した後、この配線パターンおよびソルダーレジス
ト層の形成された絶縁フィルムをメッキ槽に移動して、配線パターンの表面にスズメッキ
層を形成する スズメッキ層は、無電解スズメッキあるいは電気スズメッキ等の方法によ
って形成される。こうして形成された当初のスズメッキ層は、通常は実質的にスズから形
成されているが、このスズメッキ層の特性を損なわない範囲内で他の金属が含有されてい
ても良い。
【００５２】
スズメッキ層の厚さは、０ .１～０ .６μｍの範囲内にあることが好ましい。このような厚
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さでスズメッキ層を形成することにより、インナーリードとデバイスのバンプをボンディ
ングする際、バンプを形成する金等の金属とスズとが適量の共晶物を形成するので、イン
ナーリードとバンプとを良好に接合することができると共に、過度の共晶物が形成される
ことがなく、ファインピッチのＴＡＢテープであってもボンディングの際にインナーリー
ド部で短絡が生ずることが少ない。このスズメッキ層は、ソルダーレジスト層が形成され
ている部分から露出している配線パターン全面に形成される。こうしてスズメッキ層を形
成した後、加熱することにより、リードを形成する銅の一部がスズメッキ層に拡散し、リ
ード部からのウィスカーの生成を抑制することができる。また、上記のようにしてスズメ
ッキ層を形成した後、形成されたスズメッキ層の表面に薄いスズメッキ層が形成されるよ
うにスズメッキ（フラッシュメッキ）することによっても、ウィスカーの生成を制御する
ことができる。
【００５３】
上記の方法では、ソルダーレジスト層を形成した後に、メッキ層を形成するが、メッキ層
を形成した後にソルダーレジストを塗布する前にメッキ層を形成しても良い。すなわち、
エッチングにより配線パターンを形成した後、この配線パターンが形成された絶縁フィル
ムをメッキ槽に移して例えばスズメッキ層を形成し、次いで、こうしてメッキ層が形成さ
れた上からソルダーレジストを塗布することができる。
【００５４】
こうして形成されたＴＡＢテープには、通常の方法に従ってデバイスをボンディングする
ことができる。
【００５５】
こうしてデバイスをボンディングした後、通常の方法に従って、樹脂塗布してデバイスを
封止する。本発明では、シリコーン系消泡剤を使用していないので、このような封止樹脂
がベースフィルム上などで封止不良（密着不良）を起こすことがない。
【００５６】
【発明の効果】
本発明で使用するソルダーレジスト塗布液中には、シリコーン系消泡剤は含有されていな
い。このように本発明のソルダーレジスト塗布液は、シリコーン系消泡剤を含有していな
いけれども、ソルダーレジスト塗布液の塗布厚さ、さらにソルダーレジストの攪拌方法の
改善、塗布装置の改良、印刷方法の改良、乾燥方法の改良などによりソルダーレジスト層
にボイドあるいはピンホールなどが発生するのを防止することができる。
【００５７】
そして、本発明で使用するソルダーレジストは、シリコーン系消泡剤を含有していないの
で、インナーリードに良好にデバイスをボンディングすることができると共に、デバイス
をボンディングした後、このデバイスを含む部分を樹脂で封止する際ににじみ出たシリコ
ーン系消泡剤によって樹脂による封止性が低下することがない。また、本発明で使用され
るソルダーレジストは、シリコーン系消泡剤を使用していないので、工場全体がシリコー
ン汚染されることがないとの利点もある。
【００５８】
【実施例】
次に本発明の実施例を示して本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらによって限
定されるものではない。
【００５９】
【実施例１】
厚さ７５μｍのポリイミドフィルムに、パンチングにより、デバイスホール、スプロケッ
トホールを形成した。次いで、このポリイミドフィルム表面に、エポキシ系接着剤を塗布
し、厚さ１８μｍの銅箔を貼着した。
【００６０】
さらに、この銅箔上にフォトレジストを塗布し、このフォトレジストを露光し、さらにエ
ッチングすることにより銅箔に配線パターンを形成した。
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【００６１】
これとは別に、シリコーン系消泡剤を含有していないウレタン系ソルダーレジスト塗布液
を、自転公転型攪拌装置（株式会社シンキー製、コンディショニングミキサーＭＸ－２０
１）に入れ、自転速度６００ rpm、公転速度２０００ rpmの速度で２分間攪拌して、含有さ
れる微細な気泡の大部分を除去した脱泡ウレタン系ソルダーレジスト塗布液を得た。
【００６２】
次いで、インナーリードおよびアウターリードの先端部がマスキングされたシルクスクリ
ーン（目開き１５０メッシュ）に、塗布方向のエッジが図４に示すように、切欠かれたス
キージエッジを配置し、ここに上記のようにして調製した脱泡ウレタン系ソルダーレジス
ト塗布液を供給した。上記のように配置したソルダーレジスト塗布装置を用いて、形成さ
れた配線パターンの上からウレタン系の脱泡ソルダーレジストを乾燥厚さが４０μｍにな
るように、スキージエッジの移動速度；８０ mm/secの塗布速度で塗布した。
【００６３】
こうしてソルダーレジストを塗布した後、８０～１４０℃の温度に段階的に２ .５時間か
けて昇温して加熱してソルダーレジストを硬化させた。なお、この加熱は、常圧で行った
。
【００６４】
こうしてソルダーレジスト層を形成した後、このフィルムを無電解スズメッキ層に移して
ソルダーレジストが塗工されていない配線パターン表面に０ .２μｍの厚さでスズメッキ
層を形成した。
【００６５】
スズメッキ層を形成した後、このＴＡＢテープを１２０℃の温度に１時間保持した。
【００６６】
こうして得られたＴＡＢテープ１００個について、ソルダーレジスト層のピンホールおよ
びボイドの数を測定したところ、ＴＡＢテープ１個当たりのピンホールあるいはボイドの
平均発生数は、０ .０１個であり、実質的にボイドあるいはピンホールは発生しなかった
。
【００６７】
上記のようにして１００個のＴＡＢテープについてボンディング不良を測定した結果、ボ
ンディング不良は実質的に見られなかった。
【００６８】
こうして得られたＴＡＢテープにデバイスをボンディングし、このデバイスを含む部分に
エポキシ系樹脂を塗布してデバイスを封止したが、封止樹脂はデバイスおよびＴＡＢテー
プに良好に密着して封止不良は見られなかった。
【００６９】
なお、本発明におけるピンホールあるいはボイドの平均発生数およびボンディング不良は
、１００個のＴＡＢテープを１単位として測定した平均値である。
【００７０】
【比較例１】
厚さ７５μｍのポリイミドフィルムに、パンチングにより、デバイスホール、スプロケッ
トホールを形成した。次いで、このポリイミドフィルム表面に、エポキシ系接着剤を塗布
し、厚さ１８μｍの銅箔を貼着した。
【００７１】
さらに、この銅箔上にフォトレジストを塗布し、このフォトレジストを露光し、さらにエ
ッチングすることにより銅箔に配線パターンを形成した。
【００７２】
これとは別に、シリコーン系消泡剤を含有していないウレタン系ソルダーレジスト塗布液
を、実施例１と同様に処理して、脱泡ウレタン系ソルダーレジスト塗布液を得た。
【００７３】
次いで、インナーリードおよびアウターリードの先端部がマスキングされたシルクスクリ
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ーン（目開き１８０メッシュ）に、エッジに切欠の形成されていないスキージエッジを配
置し、ここに上記のようにして調製した脱泡ウレタン系ソルダーレジスト塗布液を供給し
、実施例１と同様にして、ウレタン系の脱泡ソルダーレジストを乾燥厚さが２０μｍにな
るように、スキージエッジの移動速度；１２０ mm/secの塗布速度で塗布した。
【００７４】
こうして塗布したソルダーレジストを実施例１と同様にして硬化させた。
【００７５】
こうしてソルダーレジスト層を形成した後、このフィルムを無電解スズメッキ層に移して
ソルダーレジストが塗工されていない配線パターン表面に０ .２μｍの厚さでスズメッキ
層を形成した。
【００７６】
スズメッキ層を形成した後、このＴＡＢテープを１２０℃の温度に１時間保持した。
【００７７】
こうして得られたＴＡＢテープ１００個について、ソルダーレジスト層のピンホールおよ
びボイドの数を測定したところ、ＴＡＢテープ１個当たりのピンホールあるいはボイドの
平均発生数は、０ .１個であり、ＴＡＢテープの歩留まり低下の主要因となった。
【００７８】
上記のようにして１００個のＴＡＢテープについてボンディング不良を測定した結果、ボ
ンディング不良は実質的に見られなかった。
【００７９】
こうして得られたＴＡＢテープにデバイスをボンディングし、このデバイスを含む部分に
エポキシ系樹脂を塗布してデバイスを封止したが、封止樹脂はデバイスおよびＴＡＢテー
プに良好に密着して封止不良は見られなかった。
【００８０】
【比較例２】
実施例１と同様にエッチングして配線パターンを形成した。
【００８１】
これとは別にシリコーン系消泡剤を１重量％含有するウレタン系ソルダーレジストを、プ
ロペラ型攪拌機にいれ、１００ rpmで１５分間攪拌してウレタン系ソルダーレジストの塗
布液を得た。
【００８２】
次いで、インナーリードおよびアウターリードの先端部がマスキングされたシルクスクリ
ーン（目開き１８０メッシュ）に、エッジに切欠の形成されていないスキージエッジを配
置し、ここに上記のようにして調製した脱泡ウレタン系ソルダーレジスト塗布液を供給し
、実施例１と同様にして、ウレタン系の脱泡ソルダーレジストを乾燥厚さが２５μｍにな
るように、スキージエッジの移動速度；１２０ mm/secの塗布速度で塗布した。
【００８３】
こうして塗布したソルダーレジストを実施例１と同様にして硬化させた。
【００８４】
こうしてソルダーレジスト層を形成した後、このフィルムを無電解スズメッキ層に移して
ソルダーレジストが塗工されていない配線パターン表面に０ .２μｍの厚さでスズメッキ
層を形成した。
【００８５】
スズメッキ層を形成した後、このＴＡＢテープを１２０℃の温度に１時間保持した。
【００８６】
こうして得られたＴＡＢテープ１００個について、ソルダーレジスト層のピンホールおよ
びボイドの数を測定したところ、ＴＡＢテープ１個当たりのピンホールあるいはボイドの
平均発生数は、０ .０１個であり、実質的にボイドあるいはピンホールは発生しなかった
。
【００８７】
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上記のようにして１００個のＴＡＢテープについてボンディング不良を測定した結果、ボ
ンディング不良は実質的に見られなかった。
【００８８】
こうして得られたＴＡＢテープにデバイスをボンディングし、このデバイスを含む部分に
エポキシ系樹脂を塗布してデバイスを封止したが、封止樹脂はデバイスホール近傍のベー
スフィルム上で８０個にはじきがみられ封止不良が生じていた。
【図面の簡単な説明】
【図１】  図１は、電子部品実装用フィルムキャリアテープの例を模式的に示す平面図で
ある。
【図２】  図２は、電子部品実装用フィルムキャリアテープの例を模式的に示す断面図で
ある。
【図３】  図３は、自転公転型攪拌装置を模式的に示す図である。
【図４】  図４は、本発明で使用するスキージエッジを模式的に示す図である。
【符号の説明】
１・・・ＴＡＢテープ
１０・・・絶縁フィルム
１２・・・接着剤層
２０・・・ソルダーレジスト
３０・・・銅箔（配線パターン）
４１・・・デバイスホール
４２・・・スプロケットホール
５１・・・インナーリード
５２・・・アウターリード
６１・・・容器
７０・・・スキージエッジ
７１・・・切欠
７２・・・スクリーンマスク
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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